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Завдяки високому ковалентному зв’язку, карбід бору використовується 

в багатьох областях, а саме де потрібна висока міцність, твердість та тріщи-

ностійкість при температурах використання до 2000 оС [1]. 

За допомогою кількісного металографічного аналізу евтектичних діля-

нок вдалося ідентифікувати орієнтовний склад потрійної евтектики:                                 

B4C – (8-10)TaB2 – (38-42) SiC (мол. %) [2, 3]. Таким чином, метою даної ро-

боти стало отримання спрямовано закристалізованого сплаву системи        

B4C-TaB2-SiC з рівномірною дрібнозернистою евтектичною структурою 

вздовж всього зразка. 

В якості досліджуваного матеріалу був обраний композит                            

B4C-8TaB2-40SiC (мол. %). Спрямовано кристалізований композит був отри-

маний методом безтигельної зонної плавки неспечених порошкових пресо-

вок. В ролі пластифікатора виступав полівініловий спирт у вигляді 2,5%-го 

водного розчину. В якості вихідних матеріалів використовувались дрібноди-

сперсні порошки B4C, TaB2 та SiC. Пресування стрижнів здійснювалося гід-

равлічним пресом в розбірній прес-формі при навантаженні 100 МПа. 

Дослідження мікроструктури проводилось на растровому електронно-

му мікроскопі «SELMI РЕМ 106И». Дослідження фазового складу проводи-

лись на установці «Rigaku Ultima IV». Елементний аналіз проводився мето-

дом дисперсної рентгенівської спектроскопії за довжиною хвилі (WDS) на 

рентгеноспектральному мікроаналізаторі JXA-8530F (Jeol, Japan). 

Рентгенофазовий аналіз показав наявність наступних фаз: карбіду кре-

мнію (SiC), карбіду бору (B4C) та дибориду танталу (TaB2), жодних інших 

фаз не виявлено. Анізотропія структури композиту, отриманого методом 

спрямованої кристалізації, пояснює відмінність отриманих дифрактограмм. 
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Наявність чітко виражених піків TaB2 говорить про текстурованість матеріа-

лу. Для поздовжнього перерізу спостерігається текстурування TaB2 у напря-

мку площин (001) та (101), тоді як у поперечному перерізі у напрямку пло-

щин (100), що нормально для композитів системи B4C-MeB2-SiC [1, 4]. 

Для підтвердження результатів рентгенофазового дослідження, було 

проведено елементний аналіз (WDS).  Задля виявлення фаз, що складають мі-

кроструктуру композиту, застосовано зворотно розсіяне електронне зобра-

ження (СР) з розподілом елементів. Так як рентгенографічним чином не ви-

явлено жодної міжфазної взаємодії, індефікуємо фазу B4C, TaB2 та SiC як чо-

рну, білу та сіру відповідно. 

Структура композиту B4C-8TaB2-40SiC характеризується рівномірним 

розподілом трифазної евтектики B4C-TaB2-SiC  по всьому об’єму зразка, як в 

поперечному так і в повздовжньому напрямку. Трифазна евтектика  предста-

влена як ламелярною, так і пластинчастою структурою. Матрицею виступає 

карбід бору (B4C – чорна фаза) з рівномірно розподіленими вкрапленнями 

карбіду кремнію (SiC – сірого кольору), в яких розміщена фаза дибориду 

танталу (TaB2 – білого кольору). Розмір евтектичного домену в трифазній ев-

тектиці становить близько 9 мкм. Розмір фази TaB2 знаходиться в межах              

1-2 мкм, SiC – 2-3 мкм та B4C – 3-6 мкм. В напрямку кристалізації спостері-

гається направленість структури, що пояснюється методом отримання ком-

позиту. 

Отримано трифазний композит системи B4C–TaB2–SiС з рівномірно ро-

зподіленою трифазною евтектичною структурою по всьому об’єму зразка. 

Матрицею являється карбід бору, а в ролі армувальних фаз використано SiС 

та TaB2. Розмір евтектичного домену становить близько 9 мкм. 
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Спрямовано закристалізовані евтектичні композити на основі карбіду 

бору привертають увагу завдяки високій міцності, тріщиностійкості, а також 

повзучості. Навіть при високих температурах дані матеріали зберігають свої 

властивості [1]. Таким чином, композити системи B4C-MeB2-SiC являються 

перспективними та цікавими для дослідження конструкційними матеріалами. 

Основною метою даної роботи є отримання евтектичного композиту системи 

B4C-TaB2-SiC та дослідження його фізико-механічних властивостей. 

Було приготовлено порошкові суміші складу B4C-8TaB2-40SiC 

(мол. %). Одержання зразків відбувалось за допомогою методу безтигельного 

зонного плавлення неспечених порошкових пресовок [2]. Мікроструктура 

композитів досліджувалась за допомогою сканувального електронного мік-

роскопа «SELMI РЕМ 106И». 
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